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Beschreibung 
Stand der Technik 




VortcUe dcrErfindung 

treiben der DodJ™Tr!f T ^^^"'^^^ weiterea Ein- 
ZBichnung 

Ausfiihnmgsbeispiele der Efflndung and in der 7.i.t, 
nungda^^^UtuodindernacM^^^^^^^ 



,.5?' ^ ^'ff 8^™^ erfiodungsgemaBen Vferf,h 
^herg^tellteZenerdioden-Anordnunlb^St 

Me Metallisieningen 6 dienen als Anoden- bzw TC^th^ 

die erste TV»tiVrf^i;^ "™'^'^AegtistDabeidient 
staoelt nZf 1- f^ammai mit anderen Wafem ce- 

folk durS^SS^to S Waff • ^"^'^^^^ 
Vi.mUi^K waiGr, jedoch sind jetzt (Fie 2b) im 

S5 Schicht 5 mi." T,^»f . ' ^ n-dotierte 

i^cnntt (Fig. 2d) eifolgt die Heistellung des PN- 
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Obei^angs der Dioden. Dabei wird ebenfalk eine Foliendif- 

mf-13M^X^ ? "l Ofenteinperatur von 

die Schicht 4 bedeckt Selbst wenn die S,ferfS5S^ 
^ gezeigt, lediglich uberdeckL bildet «ch in /T-l 

Vergleich zum bekannten Verfahref /er ^43^^ jJS s, 
mS^-T^ ••^Dotietfamzentrationsverlaufe 100 200 



ticta Bandies 22 1" ite ra- 

P^tentan^ruche 

lalschicte (4) nnd einer unten UegendeD TeU- 
sclncht iSi wobei aUe Teilschichten p^T s) den 
glcichen Lcitungstyp aufivdsen. die DodeStoff- 

als die Doberstoffkonzentration der zwetenTer 
«.h,cht (4) und de Dotierstoffkonze~„^ 

Do&eistofifkonzentrationen der oberen und der 
zweitenTeilscliicht, ™^ 

desWafeB (29). die durch die erste Teilschicht f3) 
teh bis in die zweite Teilschicht (4)^2^ 

Wafers (20), die den LeitShigkeitstyp einer 
e^Sctacht(2)der«te„TeilscMcht(i?;er 

Oli"Srif Metaffisierung (6) auf der 
Ote- und der Unterseite des Wafas (20) 

- Zerteilen des Wafers in dnaslne aips (1) ent- 
^gdereingebnchtenGiaben(22) ^^^^^^ 
dadun* gekennieldinet, daB das kerstellen der 
Te|lsch,chten(3,4,S)erfolgt.indem 

- in anem ^ten Tfeilschritt die Oberseite mit ei- 
^ stofa^ Konzentmion an Dotieratomen und 

ti^V^^ "^"^ ^'^ ^"^"^ Konzentra- 
bon an Dotieratomen belegt wild und 
-m emem weiteren Teilschritt ein Entreiben da- 
Itotieratome erfolgt, wobei die Oberseite^tS 

tieifolie (24) fur sehr starke Dotierung bedeckt 
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wird. 

2. Verfahren nach Anspnich 1, dadurch gekennzeich- 
net, d^ un ersten Teilschritt die Oberseite mit ciner 
Dotierfolie (23) fiir starke Dolierung und die Unteiseite 
nut der Dotierfolie (24) fur sehr starke Dotiwung be- 5 
deckt wird, 

3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net, daB der erste Teilschritt mittels dner Gasphasenbe- 
Icgung, mittels eines Spin-On-Veifahrens mit einerDo- 
tioilussigkcit und/oder mittels lonenimplantation bzw lo 
sonst bekannter Dotierverfahren erfolgt 

4. Vofahren nach einem der voriiergehenden Ansprii- 
che, dadurch gekennzeichnet, daB das Einbringen von 
ttotierstoffen m die Oberseite des Wafers (20) zur Ver- 
anderungdesLeitfahigkeitstyps der ersten Schic^^ 15 
die Belegung der Oberseite mit einer weiteren Dotier- 
fohe {U) umfaBt, wobei die Dotieratome der weiteren 
Douerfohe einen zu den Dotieratomen der DotierfoHe 
(24) fur sehr starke Dotierung entgegengesctzten Ldt- 
fahigkeitstyp aufweisen. 30 
5 Verfahren nach einem der voriiergehenden Ansprii- 
che dadurch gekennzeichnet, daB zeilglcich mit dem 
Embnngen von Dotiarstoflfen in die Obasdte des Wa- 
fers (20) zur Veranderung des Leit^igkeitstyps der er- 
sten Schicht (2) die Dotierung und/oder die Dicke der 25 
unten hegenden Tfeilschicht (5) verstarkt bzw. vergrd- 
Bert wird. ^ 

6. Verfahren nach Anspruch 4 und 5, dadurch gekenn- 
aichnet, dafi die Verstariaing der Dotierung bzw. die 
Va:grt)6erung der Dicke der unten Hegenden TeU- 30 
schicht eine Belegung der Unterseite des Wafers mit 
der Dotierfolie (24) fur sehr starice Dotierung umfaBt. 
7 Verfahren nach einem d«- voriiergehenden Ansprii- 
che^dadurch gekennzeichnet, daB die Bedeckung der 

V^rder-undRiickseitemitDotierfolieninWaferstapehi 35 
erfolgt, so daB Vorder- und Ruckseite jeder Dotierfolie 
im Stapelinnem mit einer Ober- oder mit einer Unter- 
^ite ernes Wafers des Wafcrstapels in Benihrung 



8 V^ahren nach einem der vorheigehenden Ansprii- 40 
Che, dadurch gekennzeichnet, daB zur EinsteUung un- 
terschiedHcher Zenerspannungen entweder die Dotia- 
tohe (23) fur die Belegung im ersten Diffusionsschritt 
Oder die Dotierfolie (2fi) im zweiten Diffusionsschritt 
bezugbch des Doticrstoffgehaltes verandert oder die 45 
Belegungszeit mit der DotieribUe (23) angepaBt wer- 
den. 

9 V^ahren nach einem der voriiergehenden Ansprii- 
Che, (^durch gekennzeichnet, daB die Graben (22) 

T^'^^'l^l'''^^'^'^^''^^^ 50 
lU. Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekennzeich- 
net, daB vor dem Sagen der Wafer auf eine SagefoUe 
aufgebracht wird. 

11. Verfahren nach einem der voriiergehendoi An- 
spruche, dadurch gekennzeichnet, daB der zweiteTOl- 55 
schntt wahlweise vor oder nach dem Einbringen der 
Graben erfolgt 

Hierzu4Seite (n) Zdchnungen 
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